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新型高速数据采集方法研究

金 永 贤

（华东交通大学 电气与信息工程学院，江西 南昌 330013）

摘要： 在系统分析双口 RAM 结构特点基础上，提出一种新型高速数据采集技术——在板
RAM 快进慢出，先进先出⒚
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0 引 言

图1 在板存储器的结构
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  传统的 A／D 采集电路，A／D 采集的数据一般都通过接口传送到 CPU 内部，接口与 CPU
之间传送数据方式可以用查询式、中断式、DMA 等⒚为了实现高速采样，有两个时间要考虑：
A／D 转换器的转换时间和转换后的数据传到内存（外存）时间⒚若转换时间设为 T，数据传送
时间为τ，则系统采样速率 f＝1／（ T＋τ），可见，要提高采样速度，一方面要选用高速的 A／D 转
换器；另一方面要缩短数据传送时间⒚如DMA 方式，数据不经 CPU 直接传到内存⒚如8237—
5DMAC 能够为存储器与 I／O 之间提供高达1.5MB／s 数据传送率⒚但由于近来 VLSI技术突
破性成就，使得采用全并行直接转换方式的视频闪烁型（ flash） ADC 能达到较高的速度，其转
换速度高达1M～800M⒚这种视频闪烁 ADC 广泛应用于通信雷达，数字存储示波器、高清晰
度电视和多媒体视频等领域⒚在这些场合，DMA 方式仍然满足不了要求，而且，这种AlD 转换
速度比一般 CPU 处理速度要高⒚过去，我们曾提出用接口来解决慢速的外设和快速的 CPU
之间的矛盾，现在，我们要设法解决快速的 A／D 与慢速的 CPU 间的矛盾⒚为了解决两者速度
矛盾，系统可采用在板 RAM 构成
FISO 快进慢出，FIFO “先进先出”结
构⒚即 AlD 转换结果先由硬件以采样
速度高速写入高速 RAM 中，再由主
机慢速读出处理，或者一边写入、一边
读出⒚在板存储结构如图1所示⒚
  此电路在转换时钟脉冲作用下，
不断地对输入模拟量进行高速采样，
每当 ADC 转换一次后，由控制电路
发出相应信号，将 ADC 转换结果写
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入 RAM 单元，再由地址计数器加1，同时主机也可以通过某种数据传送方式，读取 RAM 中的
数据，但是，我们都知道，一般的 RAM 无法完成，在同一时间，既读又写，因为它们的数据线、
地址线、控制线只有一套⒚为此，我们可以采用新型双口 RAMIDT7132⒚

1 双口 RAMIDT7132

1.1 IDT7132结构
  IDT7132和6116类似，都是 CMOS 静态 RAM，存储容量均为2K 字节，不同点在于
IDT7132有两套 I／O 电路，并有一套竞争裁决电路，如图2所示⒚IDT7132有两套完全相同的
I／O 口，也就是说 IDT7132内的2K 字节存储器可以通过左右两边的任一组 I／O 口进行异步
读写操作⒚各引脚介绍如下：
  R／W：读写选择，该端为高电平时读存储器，为低电平时写存储器；

图2 IDT132的结构方框及引脚图
  CE：片选，该端为高电平时，芯片处于隔离状态，低电平选中，可以进行读写操作；
  OE：允许读，该端为低电平时允许读出存储单元的内容；
  BUSY：忙信号，该端为高电平时，允许对芯片进行读写操作；该端为低电平时，芯片处于
忙状态，读写操作无效；
  D0～D7：数据总线；
  A0～A10：地址总线；
  IDT7132属于高速 RAM，读写时间为20ns～100ns，可以应用于高速数据采集系统⒚
1.2 芯片的读写
  双口 RAMIDT7132两组 I／O 口都可以对存储器进行读写操作⒚图3为其读写时序图⒚
  从时序图可看出，可以用 CPU 的 RD 信号作为双口 RAM 的 OE 信号；也可以用 CPU 的
WR 信号作为双口 RAM 的 R／W 信号；而片选信号则可以通过 CPU 的 RD、WR、地址译码选
通信号的逻辑组合来获得⒚
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图3 IDT7132的读写的时序图
1.3 双口 RAM的竞争与截决
  IDT7132有左右两个 I／O 口，可以同时对存储器进行异步读写，但当左右二个口都同时
对同一个存储单元进行写操作时；或对同一存储单元，一个口进行写操作，另一个口进行读操
作时，双口将发出竞争，为此 IDT7132内部设置了一个竞争裁决电路⒚竞争裁决电路用于判决
地址匹配或片选使能信号匹配时差大于5ns 以上的竞争胜负，并用 BUSY 信号来指示竞争裁
决结果，当双口竞争时，内部裁决优先的口可以进行读写操作，而竞争失败口的 BUSY 信号输

图4 利用 CE 有效先后时间裁决时序图

37第1期            金永贤：新型高速数据采集方法研究              



出低电平，这时对该口的读写操作无效⒚图4、图5为竞争裁决时序图⒚

图5 利用匹配地址有效先后时间裁决时序图

2 双口 RAM应用于高速数据采集系统

  根据双口 RAM 的结构特点，可以方便地应用于高速数据采集在板 RAM 系统中，这时可
以用 FISO 技术来解决高速采集中的速度矛盾⒚双口 RAM 中的一个口象普通 RAM 一样与
CPU 相联，而另一个口则与高速视频闪烁 A／D 数据采集器相联⒚工作开始后，高速数据采集
器在硬件地址产生电路作用下，不断地把数据高速写入 RAM，而 CPU 也不断地把数据从双
口 RAM 读入 CPU 内存，然后进行分析、处理，从而达到高速采集慢速处理的目的，很好地解
决了CPU 与A／D 之间的速度差异⒚这种电路非常适用于采集速度很高，每次采集的数据量不
是很大的场合，如脉冲速度分析仪⒚图6为双口 RAM 应用于高速数据采集电路图⒚

图6 双口RAM用于高速数据采集电路
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Research on a New Approach for High
Speed Data Acquiriny
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Abstract： Based on system analgsing the structvre and the characteristics of double interface
aRAM，a new approach for high speed data acquiring is proposed．
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